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Dry transfer of CVD graphene using functional tapes 
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【背景】単層グラフェンは非常に高いキャリア移動度や熱伝導度、機械的柔軟性や透明性などの

優れた特徴を有し、電子デバイスやフォトニックス等への応用が期待されている。高品質で大面

積の単層グラフェンは Cu を触媒として用いる CVD 法で合成できるようになっているが [1]、そ

の産業応用に向けてCu表面からのグラフェンの転写プロセスの確立が大きな課題となっている。

一般的には、Cu のエッチングを伴うウェット転写法が利用されているが、高分子保護膜の残渣が

残る、Cu を再利用できない、エッチングに時間を要する、などの課題がある。そこで、我々は基

板の表面処理や種々の機能性テープの検討を行い、Cu のエッチングを経ずにグラフェンを SiO2

など他の基板に転写する効果的なドライ転写法の開発に成功したので報告する。 
 

【結果と考察】今回行った転

写プロセスを Fig. １に示す。

サファイア基板上に製膜した

Cu(111)薄膜を触媒とし、メ

タンを用いた熱 CVD 法によ

り単層グラフェンを合成した 

[1,2]。この基板を水に浸すこ

とで Cu 表面を酸化し、グラフ

ェンとの密着性を低下させた 

[3-6]。引張り試験機を用いた

実験から、酸化によって密着

性が 1/20 まで低下することを明らかにした。その後、

紫外線（UV）剥離テープ、あるいは熱剥離テープを

押し付け、機械的にグラフェンを剥離した後、SiO2/Si

基板に移し、UV 光（熱）を加えてテープの粘着力を

低下させ、最後にテープだけを剥がした。Fig. 2 は酸

化後の Cu 表面と、UV 剥離テープを用いて SiO2表面

に転写後のグラフェンの光学顕微鏡像である。グラフ

ェンのグレインをほぼ 100%転写できていることが

分かる。また、転写後のラマン分光測定からグラフ

ェンにダメージはほとんど入っていないことが分か

った。一方、熱剥離テープは粘着力低下のための発

泡剤により、グラフェンに大きなダメージが入って

いた。UV剥離テープによる新たなドライ転写法は、

グラフェンなどの原子膜の効果的な転写法として産業化を大きく促進するものと期待される。 
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Figure 1. Schematic of the dry transfer process 

Figure 2. Optical micrograph images of 

monolayer graphene grains after water 

oxidation on Cu (a) and after transfer on 

SiO2/Si substrate (b).  
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